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ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
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Повне найменування юридичної особи: Кременчуцький національний університет імені Михайла
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ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 47.13.19

Тема дисертації:
1. Вдосконалення технологій покращення оптичних властивостей та структури напівпровідникових і
діелектричних плівок для сонячних елементів.

2. Development of technologies for improvement of optical properties and structure of semiconductor and
dielectric films for solar cells.

Реферат:
1. В дисертації визначено механізми впливу потужності ВЧ розряду на властивості алмазоподібних
вуглецевих плівок та встановлено оптимальні режими осадження для отримання захисних і просвітлюючих
плівок для сонячних елементів. Досліджено вплив УФ та гамма-опромінення на оптичні властивості АВП.
Запропоновано механізм, відповідно до якого УФ кванти розривають зв'язки з воднем і зменшують їх
кількість, активують кисень повітря, який дифундує в плівку, збільшують кількість атомів sp^3C та зв'язків
CO, CN, і, як наслідок, збільшують оптичну ширину забороненої зони. Під дією гамма-опромінення
відбувається sp^2 гібридизація атомів C, вивільнюється і дифундує в підкладинку водень, утворюються



додаткові зв'язки з вуглецю з азотом. Збільшення вмісту азоту в плівках покращує їх деградаційну стійкість
до дії гамма-опромінення, що дозволяє використовувати такі плівки з метою покращення деградаційної
стійкості СЕ на основі кремнію. В епітаксіальних плівках GaN, опромінених гамма-квантами знайдено ефект
"малих доз", який супроводжується зменшенням уширення спектральних смуг в спектрах електровідбиття,
які відповідають прямим переходам, і, відповідно, структурним упорядкуванням плівки. При цьому також
має місце зменшення рівня внутрішніх механічних напружень стиску. Показано, що мікрохвильова обробка
навіть малої потужності є перспективною для поліпшення властивостей епітаксіальних плівок GaN, зокрема,
для зменшення рівня механічних напружень в них і поліпшення структурної досконалості приповерхневого
шару плівки. Встановлено фізичні механізми впливу таких активних обробок, як термовідпал на повітрі,
"хлоридна" обробка, обробка в плазмі водню та нанесення тонких АПВ плівок на фотоелектричні властивості
плівок AIIBVI. Показано, що комбінації таких обробок дозволяють збільшити довжину дифузії носіїв заряду в
плівці CdTe. Розроблено конструкції та виготовлено експериментальні зразки автономних
геліоенергетичних систем для живлення електричного обладнання різного призначення.

2. In the dissertation mechanisms of influence of RF power discharge on the DLC films properties were
determined. Influence of UV and gamma-irradiation on optical properties of the DLC films was investigated. A
mechanism was proposed that UV quanta break hydrogen bonds and diminish H amount, activate air oxygen that
diffuse into the film, increase the amount of sp^3C atoms, C-O, and C-N bonds. As a result, value of optical
bandgap for the films increases. sp^2 hybridization of C atoms, releasing and diffusing of hydrogen into the Si
substrate, creation nitrogen bonds take place under the gamma-irradiation. The increasing of nitrogen amount in
the films enables to improve resistance stability of the films against action of the gamma-irradiation. In epitaxial
GaN films subjected to gamma-irradiation "low dose" effect was observed. The effect is accompanied by decreasing
of broadening parameters for spectral bands in electroreflectance spectra those correspond to direct transitions.
It is evidence of the film structural ordering. In this case, decreasing of internal tensile stresses value also takes
place. It was also shown that microwave treatment of low power is prospective for improvement of epitaxial GaN
film properties. In particular, the treatment allows us to decrease internal starins in the film and improve
structural perfection of thin subsurface layer. Physical mechanisms of thermal annealing on air, "chloride"
treatment, hydrogen plasma treatment, and thin diamond-like carbon film deposition effect on CdTe film
photoelectric properties have been established. It was shown that combination of the treatments enables to
increase carrier lifetime in the CdTe film. Experimental samples of autonomous helio-energetic systems were
developed and produced. The systems are aimed to supply different electrical equipment.
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